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(57) Abstract 



The invention relates to a 
method and an installation for 
forming a deposit on a substrate 
(1) wherein the substrate is brought 
into contact with a gas treatment 
atmosphere in order to carry out said 
deposit, whereby the gas treatment 
atmosphere is obtained from a 
primary (7) gas treatment mixture 
comprising excited or unstable types 
of gas and which is obtained as the 
gas exits from an excited or unstable 
(4) gas type forming device and 
an adjacent gas treatment mixture 
comprising at least one gas precursor 
required (41) to form said deposit, 
whereby the adjacent mixture is not 
transported via said device. The 
invention is characterized in that 
the adjacent gas treatment mixture is 
injected into the flow of the primary 
gas mixture obtained when the gas 
exits from the device. 
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(57) Abreg* 

L* invention concerne un procetfe" et une installation pour former un depdt sur un substrat (1), selon lequel on met en contact le 
substrat ayec une atmosphere gazeuse de traitement pour realiser le depdt, cette atmosphere gazeuse de traitement 6tant obtenue a partir 
d'un melange gazeux primaire (7) de traitement qui comprend des especes gazeuses excitees ou instables et qui est obtenu en sortie de 
gaz d'un appareil de formation d* especes gazeuses excitees ou instables (4), et d'un melange gazeux adjacent de traitement qui comprend 
au moms un precurseur gazeux necessaire a la formation du depdt requis (41), le melange adjacent ne transitant pas par ledit appareil, 
rinvention 6tant remarquable en ce que le melange gazeux adjacent de traitement est injecte* au sein du flux de mdlange gazeux primaire 
obtenu en sortie de gaz de V appareil. 
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PROCEDE ET INSTALLATION POUR FORMER UNE COUCHE SUR UN SUBSTRAT 

L'invention concerne le domaine des traitements de surface de substrats, 
qu'ils soient metalliques, ou non metalliques tels que les substrats polymeres, textiles, 
papiers, verres, ou encore bois, platres, ou tuile, que ces substrats soient plats ou qu'ils 
se presenters sous la forme d'un volume, utilises dans des domaines extremement varies 
incluant la metallurgie, le flaconnage, les verres plats, les emballages plastiques, etc... 

On sait que ces traitements de surface sont le plus souvent pratiques dans 
le but d'ameliorer l'aptitude de ces substrats a l'adhesion et a la mouillabilite, ou encore 
pour introduire un coefficient de frottement, une resistance a la corrosion, une couleur, 
un indice optique, etc. . . 

Parmi les tres nombreuses methodes disponibles dans la litterature pour 
realiser ces traitements de surface, on trouve des traitements en phase liquide, des 
traitements plasmas a basse pression, des traitements par decharge couronne, ou encore 
du flammage. 

La Demanderesse a recemment propose dans les documents EP-A-734 461 
et EP-A-734 462 un procede de depdt de couches a base de silicium sur un substrat, 
procetie selon lequel le substrat est place en post-decharge d'un appareil de formation 
d'especes gazeuses excitees ou instables, afin d'etre mis en contact avec une 
atmosphere gazeuse de traitement necessaire a la realisation du dep6t, obtenu a partir 
des deux composantes suivantes : 

" melange gazeux primaire de traitement, tel qu'obtenu a la sortie de gaz 
de 1'appareu, qui comprend des especes gazeuses excitees ou instables resultant de la 
transformation dans 1'appareil d'un melange gazeux initial ; 

- et d'un melange gazeux adjacent de traitement, qui comprend un 
precurseur gazeux de silicium, et qui lui n'a pas transite par 1'appareil considere. 

Ces documents Europeens, ainsi que le document FR-A-2 692 730 
6galement au nom de la Demanderesse, proposent un dispositif de formation d'especes 
gazeuses excitees ou instables, fonctionnant sensiblement a la pression atmospherique, 
et convenant pour la mise en ceuvre du procede decrit dans les documents Europeens 
precedemment cites. 

Si ces precedes constituent indiscutablement une avancee par rapport aux 
techniques existantes (phase liquide, flammage, plasma a basse pression,...), la 
demanderesse a mis en evidence par ses travaux le fait qu'ils peuvent etre encore 
ameliores, notamment afin d'augmenter le rendement de transformation du gaz reactif 
(par exemple le silane), et diminuer la production de particules (poudres) indesirables. 
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En eflfet un rendement insuffisant de transformation de gaz r^actifs limite 
d'autant la vitesse de croissance de la couche d6posee, et done la productivity et 
TinterSt economique du procede. 

Un des objectifs de la presente invention est de proposer une solution aux 
5 probtemes techniques precedemment listes. 

Pour ce feire, Pinvention concerne un procede pour former un depot sur un 
substrat, selon lequel on procMe aux etapes suivantes : 

- on dispose d'au moins un appareil de formation d'especes gazeuses 
excitees ou instables, dans lequel on transforme un melange gazeux initial de 

10 traitement, afin d'obtenir en sortie de gaz de Tappareil un melange gazeux primaire de 
traitement qui comprend des especes gazeuses excitees ou instables et qui est 
substantiellement depourvu d' especes eiectriquement charg^es; 

- on met en contact le substrat, a une pression voisine de la pression 
atmospherique, avec une atmosphere gazeuse de traitement pour realiser le depdt, 

15 cette atmosphere etant obtenue a partir du melange gazeux primaire et d*un melange 
gazeux adjacent de traitement qui comprend au moins un prdcurseur gazeux n£cessaire 
k la formation du depot recherche, et qui n ! a pas transits par ledit appareil ; 

le procede se caracterisant en ce que le melange gazeux adjacent est injects 
au sein du flux de melange gazeux primaire tel qu'obtenu en sortie de gaz de 1'appareiL 

20 Le procede selon l'invention peut par ailleurs adopter Tune ou plusieurs des 

caracteristiques techniques suivantes : 

- on realise l f injection du melange gazeux adjacent au sein du flux de 
melange gazeux primaire de la fa? on suivante : 

i) on dispose de moyens permettant de s6parer le flux de melange gazeux 
25 primaire de traitement, tel qu'obtenu en sortie de gaz de Tappareil, en au moins deux 
flux separes ; 

j) on fait arriver l'injection de melange gazeux adjacent entre lesdits au 
moins deux flux de melange primaire s6par£s. 

- la teneur r6siduelle en oxygene de Tatmosphere gazeuse de traitement est 
3 0 inferieure k 500 ppm, et preferentiellement comprise entre 5 et 1 00 ppm . 

- le point de rosee de Tatmosphdre gazeuse de traitement est inferieur k -20 
°C, et plus pr6ferentiellement inferieur a -30 °C . 

- durant tout ou partie du contact du substrat avec l'atmosphere gazeuse de 
traitement, le substrat est a une temperature comprise entre 50 et 350 °C, et plus 

35 preferentiellement entre 100 et 300°C (que le substrat subisse un chauflage durant le 
contact encore par exemple qu'il parvienne a la zone de contact deja chaud). 
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- le substrat traits est amene en regard de la sortie de gaz du dit apparefl, le 
cas echeant en regard des sorties de gaz de plusieurs appareils placees en parallele sur 
la largeur du substrat et/ou successivement en regard des sorties de gaz de plusieurs 
appareils places en serie, par un systeme de convoyage traversant un espace interieur 

5 delimit par un ensemble de capotage, isote de 1'atmosphere environnante, l'ensemble 
etant raccord<S de fecon etanche a l'appareil ou incluant rappareil . 

- la nature du depot realist sur le substrat appartient a rune des categories 
suivantes : un oxyde metallique, un oxynitrure metallique . 

- le depot realise est un depot comportant du silichim et le melange gazeux 
1 0 adjacent de traitement comprend alors au moins un precurseur gazeux du silicium . 

- au moins un desdits appareils, dans lequel est transform^ le melange 
gazeux initial de traitement est le siege d'une decharge electrique, creee entre une 
premiere electrode et une seconde electrode, qui s'etendent selon une direction 
principale allongee, le melange gazeux initial traversant la decharge transversalement 

15 aux Electrodes et a cette direction principale . 

- une couche d'un materiau dielectrique est disposfe sur la surfece d'au 
moins une des Electrodes, en regard de T autre electrode. 

L'invention concerne Egalement une installation pour former un dEpot sur 
un substrat, convenant notamment pour la mise en ceuvre du procede prEcEdemment 
2 0 decrit, et qui comporte : 

- au moins un appareil de formation d'especes gazeuses excises ou 
instables, apte a transformer un melange gazeux initial de traitement, afin d'obtenir en 
sortie de gaz de 1'appareil un melange gazeux primaire de traitement qui comprend des 
esp£ces gazeuses excitEes ou instables et qui est substantiellement dEpourvu d'espEces 

25 Electriquement chargEes; 

- des moyens d'arrivee d'un melange gazeux adjacent de traitement, 
comprenant au moins un precurseur gazeux necessaire a la formation du dEpdt, ne 
transitant pas par 1'appareil, et apte a former, avec le melange gazeux primaire de 
traitement tel qu'obtenu en sortie de gaz de rappareil, une atmosphere gazeuse de 

30 traitement 4 mettre en contact, k une pression voisine de la pression atmospterique, 
avec le substrat pour r^aliser le dEpot ; 

Tinstallation se caractErisant en ce que lesdits moyens d'arrivee du melange 
gazeux adjacent permettent son injection au sein du flux de melange gazeux primaire 
tel qu'obtenu en sortie de gaz de rappareil. 
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Selon une des mises en oeuvre de l'installation selon l'invention, les moyens 
d'arrivee du melange gazeux adjacent au sein du flux de melange gazeux primaire 
component : 

i) des moyens permettant de separer le flux de melange gazeux primaire tel 
5 qu'obtenu en sortie de gaz de l'appareil en au moins deux flux de gaz s6par6s ; 

j) des moyens d'injection du melange gazeux adjacent entre lesdits au moins 
deux flux de melange gazeux primaire separes. 

D'autres caracteristiques et avantages ressortiront de la description 
suivante, donnte uniquement a titre illustratif, et feite en reference aux dessins annexes 
10 surlesquels: 

- les figures 1A et IB sont des representations schematiques d r une 
installation de formation dun depdt sur un substrat selon Tart anterieur ; 

- la figure 2 est une representation schematique dun mode de realisation 
selon Tart anterieur, tel que comprenant un tunnel ; 

15 -la figure 3 est une representation schematique partielle d'une installation 

selon Tinvention ; 

- la figure 4 est une vue partielle de detail des moyens presents au niveau 
de la figure 3 pour separer le flux de melange gazeux primaire issu de l'appareil en 
deux flux separes, et injecter le melange gazeux adjacent entre ces flux de melange 

2 0 gazeux primaire separes. 

Les figures 1A et IB fournissent done des representations sch6matiques 
partielles d'installation de depdts selon Tart anterieur cite plus haut (documents 
europeens). 

Est schematise sur la figure 1 par la reference 4 un appareil de formation 
25 d'espfcees gazeuses excitees ou instables, alimente en son entree de gaz 5 par un 
melange gazeux initial de traitement 7. Est alors obtenu en sortie de gaz 6 de l'appareil 
un melange gazeux primaire de traitement 8. 

Un substrat 1, place en regard de cette sortie de gaz 6, voit par ailleurs un 
melange gazeux adjacent de traitement qui arrive, sur les modes de realisation 
30 representes, par une seule ou deux entrees de gaz (10 dans le cas de la figure 1 A, 9 et 
10 dans le cas de la figure IB), ce melange adjacent de traitement ne transitant pas par 
l'appareil 4 de formation d'especes gazeuses excitees ou instables. 

On a symbolise sur ces figures, par le rectangle en tirets 30, la zone oil 
interagissent les melanges de gaz primaire et adjacent de traitement, de fa9on h realiser 
35 le depot requis sur le substrat 1 . 
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On retrouve alors au niveau de la figure 2 un mode de realisation 

particulier d'une installation de depot selon l'art anterieur d€jk cite, tel que comportant 

un tunnel 3, deiimitant un espace interieur 31, dans lequel est convoye le substrat 1 

grace a un moyen de convoyage 2 (par exemple un tapis). 
5 Le substrat est alors amene en regard de la sortie de gaz 6 de l'appareil 4 

pr£c6demment 6voqu6 dans le cadre des figures 1 A et IB, ou il entre en contact avec le 

melange gazeux primaire de traitement 8 et avec le melange adjacent de traitement 

arrivant par les deux entries de gaz 9 et 1 0. 

On note que le mode de realisation represente sur la figure 2 pennet de 
10 traiter le substrat 1 par plusieurs appareils de formation d'especes gazeuses excitees ou 

instables placees en serie, les appareils places en 11 et 12 n'ayant pas ete representes 

pour ne pas charger inutilement la figure, alors que les references 13 et 29 illustrent 

pour leur part des exen^les suppiementaires d'entree de melanges adjacents de 

traitement ne transitant pas par les appareils. 
15 La figure 3 fournit alors une representation schematique et partielle d'un 

dispositif de formation d'un depot sur un substrat convenant pour la mise en oeuvre du 

procede selon la presente invention. 

On reconnait alors sur cette figure 3 la presence d'un appareil 4 de 

formation d'especes excitees ou instables, muni de son entree de gaz 5, apte a admettre 
20 le melange gazeux initial 7 devant Stre transforme dans l'appareil, et d'une sortie de gaz 

6, apte k produire le melange gazeux primaire de traitement qui comprend les espSces 

gazeuses excitees ou instables. 

Comme on le visualisera mieux ci-dessous dans le cadre de la figure 4, 

Tinstallation est aussi equipee de moyens aptes a separer le flux de melange gazeux 
25 primaire issu de la sortie de gaz de l'appareil en deux flux separes, les moyens 

comprenant ici une piece cylindrique 40, munie d'une fente 42 sur tout ou partie de la 

longueur de la piece 40. 

Comme on le visualise tres clairement sur les figures 3 et 4, le flux de 

melange gazeux primaire issu de la sortie de gaz 6 de l'appareil est alors de feit divise 
30 en deux flux separ6s 8a et 8b, alors que s'echappe de la fente 42 de la piece 40 un 

melange gazeux adjacent de traitement comprenant au moins Tun des precurseurs 

gazeux necessaires k la realisation du depot sur la piece 1, par exemple un precurseur 

gazeux du silicium, par exemple encore un compose organometallique. 

Une telle configuration permet done bien de feire arriver ce melange 
35 gazeux adjacent au seitf du flux de melange gazeux primaire tel qu'obtenu en sortie de 

gaz de l'appareil 4. 
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Comme il apparaitra clairement k Phomme du metier, si le mode de 
realisation repr6sente figure 4 illustre line injection du melange adjacent utilisant une 
fente, bien d'autres modes d'injection peuvent etre envisages, sans sortir du cadre de la 
pr6sente invention, tels que poreux, canalisation k orifices (trous), multiples systemes 
5 de fentes etc... 

On a alors pu comparer FefScacite des dispositifs selon la figure 1A, la 
figure IB, et la figure 3, pour realiser des depots a base de silicium sur des echantillons 
constitu6s de lames de verre poli, de dimension voisine de 50 mm, le porte echantillon 
se d£pla9ant a une vitesse voisine de 10 cm/minute sous la d£charge. 
10 Pour des raisons de securite et pour faciliter la mise en ceuvre, le melange 

gazeux adjacent utilis6 £tait obtenu a partir d'une bouteille contenant un melange N 2 + 
1,9 % SiH4. 

Les resultats comparatife obtenus peuvent alors etre resumes de la fa^on 

suivante : 

15 a) Premfere s&ie d'essais : utilisant le dispositif de la figure 1 A (injection 

laterale dissymetrique du melange adjacent. 

Le melange adjacent gtait injects a travers une fente lat6rale d'environ 10 

mm de largeur, situ6e k environ 30 mm du jet 8 de melange gazeux primaire issu de la 

d£charge. Le debit de melange adjacent utilisd 6tait voisin de 12 litres/heure. 
20 On a alors pu d&nontrer grace k cette injection qu f il 6tait possible de 

dgposer des couches d'oxyde de silicium a une vitesse moyenne d'environ 1 A/s, la 

quantite de silane utilise rapport^ a la vitesse de d6p6t 6tant alors voisine de 3,3 10' 3 

litres deSiH4 par A. 

On a pu par ailleurs constater qu'un tel arrangement g6n&re une quantite 
25 non negligeable de poudre de silice, signe qu'une partie non n^gligeable du d£bit de 

silane n'arrivait pas dans la zone du jet de melange gazeux primaire, du fait de 

r&oignement de Tinjection de melange adjacent. 

b) pour une seconde s6rie d'essais utilisant le dispositif de la figure IB 

(injections de melange adjacent lat6rales sym&riques) nous avons alors injects le 
30 melange gazeux adjacent de part et d'autre de la d£charge, k environ 5 mm du jet 

central de melange gazeux primaire. 

Les injections adjacentes ont 6t6 r^alisees au travers de fentes d'environ 0,5 

mm d'£paisseur assurant une vitesse dejection proche de 3 m/s, le d6bit de ^az adjacent 

6tait proche de 1 litre/h 
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De telles conditions d'operation ont permis de deposer des couches d'oxyde 
de silicium k une Vitesse moyenne d'environ 1,2 A/s, correspondant alors k une quantity 
de silane utilisee rapportee k la vitesse de depot de 2,3 1 1 0" 4 litres de SH4 par A. 

On voit done alors sans difficulty que le rendement de transformation du 
5 silane obtenu grSce k une telle injection symetrique, plus proche du jet de melange 
gazeux primaire obtenu en post decharge, est environ 15 fois superieur a celui obtenu 
precedemment dans le cadre de la configuration de la figure la. 

c^Troisidme serie d'essais utilisant le dispositif de la figure 3 (injection au 
sein du flux de melange primaire). 
10 Comme clairement schematise sur cette figure 3, cette troisi^me serie 

d'essais a utilise une separation du jet de melange gazeux primaire sortant de la t£te de 
decharge en deux, et I'injection du melange gazeux adjacent comportant le prScurseur 
gazeux du silicium entreles deux jets separes 8aet8b. 

Une telle configuration permet alors clairement d'emprisonner le flux de 
15 melange adjacent dans le volume delimit^ par les deux jets de melange gazeux primaire, 
pour feciliter le melange et la reaction du gaz adjacent sur la surface du substrat. 

Dans cette configuration, la fente d'injection 42 du gaz adjacent a ete 
diminu6e a environ 0,25 mm, pour permettre d'augmenter a environ 5k6 m/s la vitesse 
de sortie du gaz reactif 
20 L^s deux espaces de sortie du melange gazeux primaire de traitement 

autour de la piece 40 avaient une largeur voisine de 0,5 mm, permettant de conserver 
pour les deux jets de gaz correspondant des vitesses proche de 10 m/s. Le debit de gaz 
adjacent etait alors proche de 0,2 litre/h. 

Une telle configuration a alors permis de d6poser des couches d'oxyde de 
25 silicium k une vitesse voisine de 2,5 A/s, correspondant a une quantite de silane 
consomme rapportee k la vitesse de depot voisine cette fois de 2,2 10 s litres de SH4 
par A. 

On en conchie alors tres clairement le fait que le rendement de 
transformation du silane pour une telle configuration centrale du melange gazeux 
30 adjacent au sein de la post decharge est environ 150 fois superieur k celui obtenu dans 
le cadre de la premiere configuration selon figure 1A, et environ 10 fois superieur aux 
resultats obtenus dans le cadre de la configuration selon figure IB. 

On con9oit alors combien une telle configuration ameiiore d'autant le bilan 
economique mais aussi qualitatif du procede, la quantite de poudre de silice produite 
35 par une telle configuration etant nettement inferieure k celle produite par les 
configurations precedentes. 
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REVINDICATIONS 



1. Procede pour former un depot sur un substrat, selon lequel on precede 
aux Stapes suivantes : 

5 - on dispose d'au moins un appareil (4, 11, 12) de formation d'espfcces 

gazeuses excitees ou instables, dans lequel on transforme un melange gazeux initial (7) 
de traitement, afin d'obtenir en sortie de gaz de l'appareil, un melange gazeux primaire 
(8) de traitement, qui comprend des especes gazeuses excitees ou instables et qui est 
substantiellement depourvu d' especes eiectriquement chargees ; 

10 - on met en contact le substrat, k une pression voisine de la pression 

atmospherique, avec une atmosphere gazeuse de traitement pour r^aliser le d6p6t, 
cette atmosphere gazeuse de traitement etant obtenue a partir du dit melange gazeux 
primaire de traitement, et d'un melange gazeux adjacent (9, 10..) de traitement, qui 
comprend au moins un precurseur gazeux n6cessaire a la formation du depot requis, et 

15 qui n'a pas transite par ledit appareil ; 

caracteris6 en ce que le melange gazeux adjacent de traitement est injects 
au sein du flux de melange gazeux primaire obtenu en sortie de gaz de l'appareil 

2. Precede selon la revendication 1, caract6rise en ce que on realise ladite 
injection du melange gazeux adjacent au sein du flux de melange gazeux primaire, de la 

2 0 fa?on suivante : 

- on dispose de moyens (40) permettant de separer le flux de melange 
gazeux primaire tel qu'obtenu en sortie de gaz de Tappareil en au moins deux flux de 
melange primaire s6par6s (8a, 8b); 

- on fait arriver (42) l'injection (41) de melange gazeux adjacent entre 
2 5 lesdits au moins deux flux de melange primaire separes. 

3. Precede selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce que la teneur 
r^siduelle en oxygdne dans Tatmosphere gazeuse de traitement est inferieure a 500 
ppm. 

4. Precede selon la revendication 3, caracterise en ce que la teneur 
30 residuelle en oxygSne dans Tatmosphfere gazeuse de traitement est comprise entre 5 et 

100 ppm, 

5. Proc6d6 selon Tune des revendications pr£c&ientes, caract6ris6 en ce que 
le point de ros£e de l'atmosphdre gazeuse de traitement est inferieur k -20°C 

6. Precede selon la revendication 5, caracterise en ce que le point de rosee 
35 de l'atmosphere gazeuse de traitement est inftrieur a -30°C 
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7. Procede selon Tune des revendications pnScedentes, caracterise^ en ce que 
durant tout ou partie du contact entre le substrat et l'atmosphere gazeuse de traitement, 
le substrat est a une temperature comprise entre 50 et 350°C. 

8. Proced6 selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que 
la nature du depdt realise entre dans une des categories suivantes : un oxyde 
m&allique, un oxyde nitrure metallique. 

9. Proceed selon la revendication 8, caracterise en ce que le depdt realise 
est un film comportant du silicium, et en ce que le melange gazeux adjacent de 
traitement comprend au moins un precurseur gazeux du silicium. 

1 0 . Procede selon hine des revendications precedentes, caracterise en ce 
que au moins un desdits appareils, dans lequel est transforme le melange gazeux initial 
de traitement est le siege d'une decbarge electrique, creee entre une premiere Electrode 
et une seconde Electrode, qui s'etendent selon une direction principale aflongee, le 
melange gazeux initial traversant la decbarge transversalement aux electrodes et a cette 
direction principale. 

11. Procede selon la revendication 10, caracterisS en ce que une couche 
d'un materiau diflectrique est dispose sur la surface d'au moins une des electrodes, en 
regard de 1' autre electrode. 

12. Installation pour former un depot sur un substrat, comportant : 

- au moins un appareil (4) de formation d'especes gazeuses excitees ou 
instables, apte a transformer un melange gazeux initial de traitement, afin d'obtenir en 
sortie de gaz de rappareil un melange gazeux primaire de traitement qui comprend des 
especes gazeuses excitees ou instables et qui est substantiellement depourvu d'especes 
e" lectriquement chargees; 

- des moyens d'arrivee d'un melange gazeux adjacent de traitement, qui 
comprend au moins un precurseur gazeux necessaire a la formation du depot, melange 
gazeux adjacent ne transitant pas par ledit au moins un appareil, et formant avec le 
melange gazeux primaire tel qu'obtenu a la sortie de gaz de rappareil l'atmosphere 
gazeuse de traitement qui est mise en contact, a une pression voisine de la pression 
atmospherique, avec le substrat pour realiser le depot ; 

caracterisee en ce qu'ene comprend des moyens (40, 42) permettant de 
realiser ladite arrivee de melange gazeux adjacent au sein du flux de melange gazeux 
primaire obtenu en sortie de gaz de rappareil. 

13. Installation selon la revendication 14, caracterisee en ce que lesdits 
moyens (40) permettant de realiser l'arrivee de melange gazeux adjacent au sein du flux 
(8) de melange gazeux primaire comportent : 
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i) des moyens (40) permettant de s^parer le flux de melange gazeux 
primaire tel qu f obtenu en sortie de gaz de l'appareil en au moins deux flux de gaz 
s6par6s ; 

j) des moyens (42) d'injection du melange gazeux adjacent entre lesdits au 
5 moins deux flux de melange gazeux primaire separ^s. 

14. Installation selon la revendication 12 ou 13, caracterisee en ce que au 
moins un desdits appareils, apte a transformer un melange gazeux initial de traitement, 
est le siege d'une d^charge electrique, creee entre une premiere electrode et une 
seconde electrode, qui s'etendent selon une direction principale allongee, le melange 

10 gazeux initial traversant la decharge transversalement aux electrodes et a cette 
direction principale. 

15. Installation selon la revendication 14, caract6ris6e en ce que une 
couche d'un materiau dielectrique est disposee sur la surface d'au moins une des 
61ectrodes, en regard de Fautre electrode. 

15 
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